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シリコン導波路と結合した化合物半導体ハイブリッドレーザは、低消費電力及び高速データ通

信を実現する光集積回路の光源として有望なデバイスである。量子井戸をゲイン材料としたハイ

ブリッドレーザは今まで幾つか報告されている[1,2]。量子ドットは量子井戸より低い発振しきい
値、高温動作安定性などの特徴を持つため、低消費電力及び集積回路上の光源により適した材料

である[3]。今回、初めてのシリコン導波路とエバネッセント結合した量子ドットレーザの作製に
成功し、シリコン導波路からのレーザ光の観測及び 100oC以上での動作に成功したので報告する。 
ハイブリッド量子ドットレーザは、シリコン導波路と量子ドット層の界面のクラッド層を 250 

nmまで薄くすることでエバネッセント結合し、シリコン導波路上のテーパー構造と回折格子によ
りレーザ共振器を構成する。これらの構造と高さ 500 nm のリブ型シリコン導波路を有する SOI
基板上に、直接ウェハ融着法と選択的エッチング法を用いて InAs/GaAs 量子ドットレーザ構造層
を転写する[4]。その後、シリコン導波路に合わせて幅 20 µmのリッジ型量子ドットレーザを作製
する。この時、フォトリソグラフィー、ウェットエッチング、スパッタリング、そして金属真空

蒸着が用いられる。作製したハイブリッド量子ドットレーザは、最大 115oC での発振を観測した
(Fig. 1)。また、シリコン導波路からのレーザ発光も観測することができた。(Fig. 2)。 
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Fig. 1 Light-current curves of the hybrid silicon  
evanescent QD laser at varied temperatures.

Fig. 2 Near-field images of the silicon 
 waveguide facet (350 mA, RT).
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